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Il circuito in figura rappresenta alcune parti di una RAM dinamica elementare. I transistori MOS 
sono caratterizzati dai coefficienti βi e dalle tensioni di soglia VTn eVTp.  
Si supponga che la cella capacitiva Ci sia stata in precedenza caricata al valore Vi=Vdd, e che la 
stessa cella debba ora essere letta attraverso il sense amplifier. 
1) A questo scopo, la bit line viene opportunamente precaricata ad un opportuno valore, ponendo i 
segnali Sense_Enable ed Equal al valore Vdd. Si determini il valore Vbl-iniz di Vbl al termine della fase 
di precarica, ipotizzata sufficentemente lunga da consentire l’esaurimento del transitorio.  
2) Successivamente, il sense amplifier viene posto in uno stato di alta impedenza, portando i segnali 
Sense_Enable ed Equal al valore 0. Viene quindi selezionata la cella Ci, portando istantaneamente il 
segnale Word_Line (inizialmente al valore 0) al valore Vdd. Si determini il valore Vbl-fin di Vbl al 
termine di tale fase di lettura, ipotizzata sufficentemente lunga da consentire l’esaurimento del 
transitorio. 
3) Si calcoli il tempo necessario affinchè il segnale Vbl compia il 90% della transizione fra il suo 
valore iniziale Vbl-iniz e il suo valore finale Vbl-fin. 
 
Vdd=3.5 V, VTn=0.45 V, VTp=-0.5 V,  β1=250 µA/V2, β2=250 µA/V2, β3=500 µA/V2, β4=500 
µA/V2, β5=100 µA/V2, β6=100 µA/V2, β7=250 µA/V2, β8=100 µA/V2, Ci=5 fF, Cbl=30 fF.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


